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9. A la fin de la fabrication de ces circuits les porte essentiellement une jonction contenue dans
pastilies sont recouvertes d'une couche de passi- 40 une diode 1 polarisée en inverse par un générateur
vation transparente gqui permet, aprés une opéra- ~ de courant 2. Dans un exemple préféré le généra-
tion préalable de test de bon fonctionnement sur le teur de courant est constitu§ par un transistor 2
circuit intégré, d'effacer des informations de tests maintenu 3 la limite de la conduction par une
enregisirées, ot de rendre 3 nouveau la mémoire tension de commande appliquée sur sa grille 3 par
vierge pour une utilisation A Pinitiative de l'ache- 45 un circuit de' commande 17. De manidre & assurer
teur. Dds que cette opération de test est terminée, la polarisation correcte du transistor 2 celui-ci est
les circuits intégrés ainsi passivés sont noyés dans monté en série entre une alimentation Vcc et un
des supports opaques de maintien. Dans le domai- transistor 4 bloqué. Dans 'exemple représenté le
ne des cartes & mémoire, en particulier de type transistor 2 est un transistor & canal P, le transistor
bancaire, ce support opaque peut 8ire constitué 50 4 est un transistor & canal N. Le transistor 4 est
par le matériau plastique de la carte elle-méme. Le blogué par la connexion de sa grile 5 au m8me
probiéme & résoudre consiste 4 éviter qu'un frau- potentiel de masse que son drain 6. Le fonctionne-
deur ne puisse se livier & un désencartage de la ment de ce détecteur est le suivant. Lorsque la
pastille semiconductrice, aprés qu'elle a été pro- jonction 1 n'est pas sousmise & un éclairement, sa
grammée par {'utilisateur, pour 'examiner avec un 55 courbe caractéristique tension courant V-1 est la
microscope électronique et tenter d'en déduire le courbe 7 de la figure 2. Le troisidéme cadran de la
fonctionnement ou au moins d'en neutraliser des courbe caractéristique de cette jonction est utilisé
codes d'accés. puisque la jonction est polarisée en inverse. Le



* the-exposure of such circuits to light. For this purpose, use is nmade of
the fact that reverse polarised junctions of diodes or of transistor
'drai n-channel regiqns react dif qﬁﬁl light. In fact |ight increases
t he | eakage curren% of reverse EgpérlééaEﬂunctions by a4factor of about

- 1000. The invention is therefore based on accentuating this principle as
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canal P 11 est également relié 2 la grille 3. Le La figure 3 représente la coupe schématique

_ deuxidme transistor 13 est un transistor & canal-N du montage du détecteur de linvention. Sur un
s dont le drain est relié 2 la grille 3 et dont la source substrat semiconducteur P-19 on a réalisé un cals-
ost reliée & la masse. La grille 14 du transistor 13 40  son 20, avec une concentration N-d'impuretés, qui

. . ost relide & [I'alimentation Vcc. Compte tenu des contient le transistor 2 du générateur de courant.
" polarités de ces transistors, ce mode de connexion La source 21 du transistor 2 est reliée & l'alimenta--
les rend tous les deux conducteurs. lis constituent tion Vcc. La grille 3 du transistor 2 est relié au
un pont diviseur par leurs résistances de conduc- circuit de commande 17,6t le drain 22 de ce tran-
tion mises en série. 45  sistor 2 est relié d'une.part au drain 18 du transis-
Dans un exemple préféré de réalisation, un tor 4 et d'autre part 3 1a cathode 23 de la diode 1.
substrat semiconducteur utilisé pour réaliser un Cette diode 1 peut 8tre réalisée en pratique de la
circuit intégré est un substrat semiconductsur de méme fagon et en méme temps que le caisson 20
type P.-Le transistor & canal P 11 doit alors y 8tre . Elle comporte une concentration d'impuretés N-

. réalisé dans un caisson 15 dopé N- . Pour éliminer 50  dans sa région cathode, son anode étant constituée
un effet dit de substrat on relie le caisson 15 du par le substrat dopé P-lui-m8me. Pour améliorer la
transistor 11 par une prise de caisson 16 & la cannexion une prise de caisson 24 dopée N+ peut

- - source de ce transistor 11. La tension disponsible méme 8&ire réalisde si une phase ultérioure de
sur la grille 3 du transistor 2 dépend des tailles procédé le permet. De la m&me fagon la connexion
respectives des transistors 11 et 13. Dans la prat- 55 & la masse du substrat et de la source 6 du
que le transistor 11 est beaucoup plus gros que le transistor 4 peut 8tre obtenue en réalisant une
transistor 13 de sorte que sa résistance de conduc- prise de substrat 25. Selon que la jonction 1 ou la

- tion est bien plus faible que la résistance de jonction 18-19 aura une efficacité prépondéran-



- does not show this. Under these conditions the transistor 2 which, because

it is at its conduction limt, is only able to supply a current of limted
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sewnconductor (Figure 3).

~ It therefore also undergoes a sinilar typecutbntnaidiihitedaintensity ofim)i tsightly
= vQl.evagdications ent

greater than the reverse saturation current of

_ 40 the junction when it does not receive light, in
-+ 1 - Gircuit intégré électronique & protéger contre order to change the voltage &t the terminals of
Pexposition 4 la lumiére résultant d'une dépas- the junction in dependence on the intensity of
sivation, .comportant un détecteur de lumidre the light received and to supply a signal for
composé d'une jonction (1) qui regoit la lumié- neutralizing the integrated circuit.
re (L) & détecter, la jonction étant polarisée en 45

inverse par un générateur de courant constant, 2. An integrated circuit as claimed in claim 1,
ce générateur de courant constant comportant -characterized in that the junction comprises a
un transistor (2) polarisé 2 la limite de la diode (1).
‘conduction, de manidre & délivrer & la jonction
un courant d'intensité limité (Im) légérement 650 8. An integrated circuit as claimed in claim 1,
"supérieur au courant inverse de saturation de characterized in that the junction is contained
la jonction, quand elle ne regoit pas la lumigre in a transistor (4).
pour faire varier la tension aux bornes de la
jonction en fonction de lintensité de la lumidre 4. An integrated circuit as claimed in any one of
regue ot délivrer un signal de neutralisation du 55 claims 1 to 3, characterized in that the junction
circuit intégré. is of the N-P- type.

. Circuit intégré selon la revendication 1 , carac- 5. An integrated circuit as claimed in claim 4,

H%@ H’t‘f' si ‘f? "\?UF? "'tb"ﬁ dameli-gate 3 is substantially equal to Vec - Vds.
Thg"ﬂfa fde g ‘ﬁ '°t“ﬂé'%lst age dFEpe; n the tranS| stor 2 when it is
i 1en1A JJCIt er |t behaves
o s.§§ ﬁméﬁ RN ek .:::@z*a o
ﬁ"fﬁs'*' e to supQ sgw k! lkﬂnversel y
sa%,g,[eatuﬁ J‘Iéé Boutrdiied €T Cause %EE (L)
- POy RiMalich! dfaY cir\é\.v;lf3 sb:’rl%ﬁdd@t@ur E Eprbg Qctﬁ& O n B@Iﬁbs Ir

Whigehid o vt N Edontrd A65S bitdirds, 9T S BhlardEid by taY&ﬁe Qarweﬁﬁ’en'tt S

dr ﬁb@mﬁt%&rﬂﬂés&&aﬁd@é duh@ureUdsphssivé-© 19 of  bdikbribing QOtraheiSr @a) r.ﬁmigea to the

Thi s di ode 18- géhdiction knfiEshl &30 suppIg tcse RRdtion | Sed.



chaaract,eri stic when it is subjected to illumnnation. In practice only ong 7~
of these junctions, either-the diode 1 or the junction 18-19 mu
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at t heon. conduction limit so as to supply to the junction
; a current of limited intensity (Im),' slightly
L .evendications ' ~ greater than the reverse saturation current of
' 40 the junction when it does not receive light, in
i 1. Circuit intégré électronique 3 protéger contre order to change the voltage at the terminals of
I'exposition & la lumiére résultant d'une dépas- the junction in dependence on the intensity of
sivation, comportant un détecteur de lumiére the light received and to supply a signal for
composé d'une jonction (1) qui regoit la lumié- neutralizing the integrated circuit.
re (L) & détecter, la jonction étant polarisée en 45
inverse par un générateur de courant constant, 2. An integrated circuit as claimed in claim 1,
co générateur de courant constant comportant characterized in that the junction comprises a
un transistor (2) polarisé a la limite de la diode (1).

conduction, de manigre & délivrer & la jonction
un courant d'intensité limité (Im) légérement so 3. An integrated circuit as claimed in claim 1,

supérieur au courant inverse de saturation de characterized in that the junction is contained
la jonction, quand elle ne regoit pas la lumiére in a transistor (4).
pour faire varier la tension aux bornes de la
jonction en fonction de l'intensité de la lumiére 4. An integrated circuit as claimed in any one of
regue et délivrer un signal de neutralisation du 56 claims 1 to 3, characterized in that the junction
circuit intégré. is of the N-P- type.

2. Circuit intégré selon la revendication 1 , carac- 5. An integrated circuit as claimed in claim 4,
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o fangenen Lichts zu verindern und ein Neutrali-

sationssignal des integrierien Schaltkreises zu

lieforn.

2. Integrierter Schaltkreis nach Anspruch 1, da-
durch gekennzelchnet, da8 der Ubergang in
einer Diode (1) enthalten ist.

3. Integrierter Schaltkreis nach Anspruch 1, da- 40
durch gekennzeichnet, daB der Ubergang in
einem Transistor (4) enthalten ist. .

4. Integrierter Schaltkreis nach einem beliebigen
der Ansprliche 1 .bis (3), dadurch gekenn- 45
zeichnet, daB der Ubergang vom N-P-Typ ist.

5. Integrierter Schaltkreis nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dag der N-P-Uber-
gang durch sin N-Feld (20) in einem P-Halblei-  s0
tersubstrat gebildet ist.

6. Integrierter Schaltkreis nach. einem beliebigen
der Anspriiche 1 bis §, dadurch gekennzelich-
net, daB eor einen Formrlickstallkreis (10) um- &6
fapt, umfassend wenigstens zwei bistabile In-
verter in Reihe, einen ersten asymmetrischen
bistabilen Inverter (26-29), um durch Kippen



